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【はじめに】これまでに、電気化学的手法で形成される n型 InP 多孔質構造の内壁に Pt薄膜を

形成し、大きな受光面積をもつショットキー型光電変換素子を実現した[1]。本研究では、より界

面電位差の大きいヘテロ接合型太陽電池への展開を目的とし、n型 InP 多孔質構造の内壁に Cu2O

膜の電気化学堆積を行った。 

【実験】多孔質構造形成の電解液には塩酸と硝酸を用いた。直流電圧印加後に、白色光の照射に

より上面不規則層の除去を行った。実験に用いた基板を図 1(a)に示す n-InP(ND = 1.0 x 1017 cm-3)

を用いた。基板電位はポテンショスタットにより制御し、3電極セルを用いた。参照電極には

Ag/AgCl電極を、対抗電極には Pt電極を用いた。Cu2O 堆積には硫酸銅と乳酸の混合溶液を用

い、pHを NaOHで調整した[2]。本手法で形成した Cu2O 膜のバンドギャップは約 2.1eV で、こ

れまでに p型伝導を示唆する結果を得ている。電流―電圧特性を評価するために図 1(b)に示すデ

バイスを作製した。本デバイスでは、リソグラフィとエッチングにより電極間の素子分離を行っ

た。電流‐電圧特性測定時の光照射には、1SUNのソーラーシュミュレーターを用いた。 

【結果と考察】図 2(a)に n-InP の多孔質構造形成後の断面 SEM像を、(b)に電気化学的手法により

Cu2O を堆積した結果の断面 SEM 像を示す。上面不規則層を除去した InP 多孔質構造では孔壁約

200nm、深さ約 2µmの構造が得られた。Cu2O堆積後では、孔の内部及び上面に Cu2O が形成され

ていることが確認された。作製したデバイスにより得られた電流-電圧特性を図 3に示す。光照射

時の特性から開放電圧が 0.145V、短絡電流が 7.5x10-5A/cm2という結果が得られ、プレーナーでの

開放電圧値および短絡電流値と比較して特性が向上した。また、これまでに作製した Ptショット

キー素子の開放電圧と比べても大きな値が得られている。電気的特性の詳細やさらなる高効率化

に向けた設計指針については当日報告する。 
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Fig.1 Schematic diagram 

(a) n-InP Substrate 

(b) Cu2O/InP device 

Fig.2 SEM Images 

(a)after Porous Formation 

(b)after Deposition of Cu2O 

Fig.3 I-V Characteristic of 

Cu2O/InP porous structures 
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